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Ранее в работах [1,2] было показано влияние концентраций оксидов CeO2 и Al2О3 в шихте на люминесценцию плёнок Gd3(Al,Ga)5O12:Се3+ (GAGG:Се3+). Исследования проводились на эпитаксиальных пленках, выращенных из переохлаждённых растворов-расплавов на основе системы PbO-B2O3 с концентрацией оксида CeO2 (C(СеО2)) = 0.2, 0.03 и 0.3 мол.%, с концентрацией C(Al2О3) от 2.1 до 5 мол.% при С(Gd2O3) = 0.2 мол.%.

Целью настоящей работы являлось исследование спектроскопических характеристик монокристаллических эпитаксиальных плёнок GAGG:Се3+ и GAGG:Се3+,Eu3+, выращенных из переохлаждённых растворов-расплавов на основе системы PbO-B2O3 с концентрацией  C(СеО2) 0.2 и 0.3 мол.%, С(Gd2O3) 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 мол.% и оксида европия C(Eu2O3)=0.05 мол.% при C(Al2О3) = 4.5 мол.% в шихте. 
Методом жидкофазной эпитаксии на монокристаллических подложках Gd3Ga5O12 с ориентацией (111) синтезированы 24 эпитаксиальные плёнки (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+ и 3 плёнки (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+,Eu3+. Проведены исследования оптического поглощения, люминесценции, времени затухания люминесценции и относительного световыхода в этих пленках.
Установлено, что с увеличением концентрации С(Gd2O3)  в шихте, в спектрах поглощения плёнок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+ наблюдалось размытие полосы поглощения уровня 5d2 иона Ce3+, что свидетельствует о вхождении в состав плёнки ионов Ce4+ согласно [3] .
 Спектр люминесценции плёнки Pb0.02Ce0.06Eu0.07Gd2.85Al4.1Ga0.9O12 характеризовался неэлементарной полосой с максимумами 495, 595, 612 и 630 нм. В этом спектре отсутствуют полосы люминесценции Ce3+, что свидетельствует о передаче энергии от ионов Ce3+ к Eu3+. 
Спектры затухания люминесценции и относительного световыхода плёнок GAGG:Се3+, показавших наибольшую интенсивность люминесценции, были измерены в Институте физики Тартуского университета (Эстония) и повторные измерения были проведены доктором S. Kurosawa в Университете Тахоку (Япония). Измеренные времена затухания люминесценции лежат в диапазоне от 20 до 70 нс (рис.1), а наибольший световыход составил 22 000 фотон на МэВ, что сравнимо с мировыми результатами по монокристаллам и керамике Gd3(Al,Ga)5O12:Ce3+.
Таким образом, в настоящей работе показано, что из всех исследованных растворов -расплавов  световыходом 22 000 фотон на МэВ и временем затухания люминесценции 24.9 нс для быстрой компоненты и 60 нс для медленной обладает плёнка Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.96O12.
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Рис.1 Кинетика люминесценции плёнки Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.96O12 при возбуждении электронным пучком, постоянная времени быстрой компоненты 24 нс, медленной 60 нс.
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